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SnO2
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SnO2=0wt.％を除いて80％以上の高い透過率が得られ

ている。SnO2=0wt.％の試料では、膜中に取り込まれ

る酸素が極端に少なく、可視光に対して吸収を持つ低

級酸化物が形成され、透過率が低下したと考えられる。
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アを生成せず、単に散乱中心となっていることが明ら

かとなった。薄膜抵抗率は、SnO2=0wt.％で最小値358

μΩcmを示した。200℃加熱基板上に形成された多結

晶膜においては、SnはInと置換してキャリアを形成し、

SnO2=15wt.％に最小抵抗率を示し、その値は136μΩ

cmであった。

今回の実験によりITO薄膜特性のSnO2依存性に関す

る基礎的なデータベースを構築することができた。そ

の結果、市場からの多彩な要求に対応するための最適

なSnO2組成を読み取ることが可能である。例えば、

赤外線反射特性が要求される熱線反射膜用途では、

SnO2量を15～20wt.％に増加させることにより、より

高い赤外線反射特性を得ることが可能となることが読

み取れる。
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